
2）。Al-Nd（3）ドラ id Crystal Displays

  

Aluminum alloy films were developed for the interconnection of advanced liquid crystal displays (LCDs). For high-
grade displays, it is very important to control the critical di



　図1にAl合金のドライエッチにおける反応模式図を示
す。



トが増加し，その後減少する。対照的に Al-Nd では BCl3
の添加量の増加とともに，単調に増加する結果となった。
　一方，レジストはBCl3の添加とともに減少するため，
対レジスト選択比は増加し，BCl3リッチな条件下では 1.0
を越える。一般に Al のドライエッチでは Al 中に存在す
る酸素やチャンバ内に残留する酸素，あるいは石英誘電
窓から発生する酸素 7），8），9）などによる Al エッチ表面での
Al 酸化物生成によって，残渣が発生することがある。こ
のため還元反応を有するB→ BxOy，つまり BCl3の添加
が有効である。純 Al において一旦レートが増加するのは
この効果のためと考えられ，さらにBCl3を添加するとB
系生成物の堆積効果やCl ラジカルエッチャントの減少
によってエッチレートが減少すると考えられる。
　一方 Al-Nd においては，Ndの酸化物であるNdxOyは
安定であり，このNd酸化物を還元するためには純 Al よ
りも多くのBCl





　次に残渣の原因となっている反応生成物へのイオンア
シスト効果を確かめるために，Cl



ル発生要因となることは容易に推察される。XPS による
堆積物の組成分析の結果では，Al-2.0at％Nd は C, O, Cl, 
Nd がそれぞれ 68, 12, 15, 5％であった。主にレジストと
考えられるCが主成分であり，レジストと反応したCClx
が電子温度の高い石英誘電窓直下にて再解離しCが生成
されたものと推察される。Cは付着確率が非常に高いた
め，チャンバ壁に吸着・残留しやすい。同時に蒸気圧の
低いNd系反応生成物は蒸気圧が低いためにチャンバ外


